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1975年

　半導体製造のフォトリソグラフィ工程で、原版（フォトマスク）のパ
ターンをウエーハに4分の1倍に縮小投影する装置である。投影レンズの
倍率を等倍ではなく縮小にすれば原版のパターンより細い線幅で露光で
きる原理を利用したものである。当時はステッパという言葉がなかった
のでこのように呼ばれたが、ステッパの草分け的存在であり、世界で初
めて1ミクロン以下（サブミクロン）の露光を可能にした。前年にインテ
ルから4kbitDRAMが販売されたが、本機の精細度はDRAMに換算すると
256kbitに相当するものであった。

　1　　―　　ロ

非公開

第 00066 号

ファインパターン・プロジェクション・マスク・アライナ（ステッパ）
FPA-141F

所 在 地
栃木県宇都宮市

宇都宮大学オプティクス教育研究センター


